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Деякі халькогенідні сполуки Талію типу 4:1:4 відносять до ефективних 
термоелектричних матеріалів, оскільки речовини на їх основі проявляють високі 
значення коефіцієнта добротності [1, 2]. 

При дослідженні квазіпотрійних систем Tl2Se–CdSe–Si(Ge, Sn)Se2 встановлено  
квазібінарність перерізів Tl4Si(Ge, Sn)Se4–CdSe та побудовано їх діаграми стану. 
Вихідні сполуки Tl4SiSe4, Tl4GeSe4, Tl4SnSe4 та CdSe утворюються конгруентно при 
657 К [3], 650 К [4], 718 [5] та 1512 К [6] відповідно. Дані сполуки кристалізуються у 
моноклінній сингонії: Tl4SiSe4 (ПГ C2/c) [3], Tl4GeSe4 (ПГ C2/c) [4], Tl4SnSe4 (ПГ P21/c) 
[5]. Для кристалічної структури  сполук Tl4Si(Ge, Sn)Se4 властивим є координування 
навколо DIV-елемента тетраедрів [DIVX4]4-, об'єднаних за допомогою Tl+-іонами в 
ланцюги [7]. Сполука CdSe при н. у.  кристалізується у структурному типі вюрциту,  
ПГ 63mc [6].  

Усі три перерізи евтектичного типу з твердими розчинами (до 5 мол. %) на 
основі вихідних компонентів, за виключенням системи Tl4SnSe4–CdSe, де розчинність 
на основі тернарного селеніду складає близько 10 мол. % (рис. 1-3). 

  

Рис. 1. Діаграма стану системи 
Tl4SiSe4–CdSe 

Рис. 2. Діаграма стану системи 
Tl4GeSe4–CdSe 
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Взаємодія у даних системах 
протікає за евтектичною реакцією  
Le ↔ α + , де α – тверді розчини на 

основі тернарних Tl4Si(Ge, Sn)Se4, а  
– тверді розчини на основі бінарного 

CdSe. Координати евтектичних точок 
становлять 7 мол. % CdSe при 626 К, 
8 мол. % CdSe при 634 К та 15 мол. % 
CdSe при 677 К в системах Tl4SiSe4–
CdSe, Tl4GeSe4–CdSe та Tl4SnSe4–
CdSe відповідно. 

Температура евтектичного 
процесу корелює з температурою 
плавлення тернарного селеніду 

Отже, перерізи Tl4Si(Ge, 
Sn)Se4–CdSe є квазібінарними 
системами та разом із системами 
Tl2Si(Ge, Sn)Se3–CdSe поділяють 
кожну квазіпотрійну систему Tl2Se–
CdSe–Si(Ge, Sn)Se2 на  три  підлеглі 
підсистеми:    Tl2Se–Tl4Si(Ge, Sn)Se4–  

Рис.3. Діаграма стану системи  
Tl4SnSe4–CdSe 

CdSe,   Tl4Si(Ge, Sn)Se4– Tl2Si(Ge, Sn)Se3–CdSe, Tl2Si(Ge, Sn)Se3–Si(Ge, Sn)Se2–CdSe. 
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